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Abstract: As a beach protection work against the coastal erosion the artificial sand-fill project has been exceeded in the coastal zone 
in Tottori Prefecture. The project has been continued as a pilot work of Tottori prefecture as long as more than 10 years.  However 
the effects of the project are not evaluated quantitatively. In this article the nourished sand movement is examined from the field data. 
Finally the beach nourishment work is found to be effective for the shoreline protection in Tottori Sand dune Coast. 
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            図３  サンドリサイクルでの年度別土砂投入量 
           
 
            図 3 サンドリサイクルでの年度別土砂投入量 
西向きの恒流 
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2.4 サンドリサイクルの効果検証  












































    












































      
       図 5  平成 16年 9月を基準とした平成 26年 2月時点での汀線変化傾向 
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影響については注目する必要があると考えられる
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Abstract: 筆者は, 半導体メモリ素子の微細化・高性能化の限界の壁を打ち破り, 半導体業界に漂う停滞感を払拭したい
という強い思いを持って, 次世代メモリの研究開発に様々な角度から取り組んできた. 次世代メモリとして期待される抵
抗変化型メモリ ReRAM の高性能化及び抵抗変化機構の解明から, 新規高速抵抗スイッチング現象の発見, 固液融合型高
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１．はじめに 









(Flash ではデータの書き換えに 1 ミリ秒程度の時
間を要する )である点など優れた特徴を持ち , 微
細化の限界に直面した Flash の次世代メモリとし
て研究開発が進められて来た . 簡易構造故の高密
度化への優位性に加え, 抵抗の変化が 5, 6 桁に及
ぶケースもあることから , 低抵抗と高抵抗の間の













必要がある . 図 1(a)と(b)において , セット後の電
流が一定値に保たれているのは , このためである . 
ReRAM の抵抗スイッチング機構の詳細は明らか








あ る . 陽 イ オ ン 拡 散 型 の ReRAM は
Conducting-Bridge Random Access Memory 
(CB-RAM)と呼ばれ , 陰イオン拡散型と区別され





活性な  (標準電極電位が高い)金属が使用される . 
これにより, 活性金属のみが電気化学反応によっ
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